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	文档信息
	1. 概述
	Nexperia设计了一个评估板，可助您轻松评估NEH2000BY能量采集PMIC。图1显示了NEH2000BY评估板的3D俯视图。该评估板旨在评估和测试NEH2000BY PMIC的性能和特点。其外形小巧，可轻松集成到原型应用中。
	评估板有两种型号：NEVB-NEH2000BY-3V5适用于磷酸铁锂(LiFe)可充电电池，NEVB-NEH2000BY-4V2适用于锂离子和锂离子聚合物(LiPo)可充电电池。
	要评估NEH2000BY PMIC的性能和特点，需要一个PV电池、充电电池和万用表。
	图2显示了NEH2000BY评估板的原理图。请注意，IC2的器件编号取决于评估板的型号。有关可用型号的更多描述，请参见第2节。

	2. 充电电池保护
	NEH2000BY评估板为连接的充电电池设计了过充电保护。所需的过充电保护电压取决于所连接充电电池的类型。IC2（见图2）负责充电电池的过充电保护。当达到充电电池最大电压时，IC2会将NEH2000BY的DISABLE引脚（引脚2）牵引至VBAT，从而停止充电。当充电电池电压降低时，将同一引脚牵引至接地，再次启用充电功能。
	在TP1测试PAD上可观察到过充电保护的实际状态。相应位置请参阅图3。应选择适当的NEH2000BY评估板型号，以匹配所需的充电电池。
	支持以下充电电池类型：
	• 磷酸铁锂(LiFe)充电电池
	NEVB-NEH2000BY-3V5评估板针对磷酸铁锂电池的最大充电电压设置为3.5伏。

	• 锂离子和锂离子聚合物(LiPo)充电电池
	NEVB-NEH2000BY-4V2评估板评估锂离子和锂离子聚合物充电电池的最大充电电压设置为4.2伏0F 。


	3. 连接器和测试PAD
	评估板上有两个排针引脚以用于连接PV电池和充电电池。PMIC最重要的信号也可通过测试PAD获得。表2介绍了每个排针引脚或测试垫的功能，图3显示了其极性和位置。

	4. 连接采集器、充电电池和应用板
	要使用评估板，请将PV电池连接到J1，将充电电池连接到J2，如图4所示。应用板可与充电电池并联。连接时应小心谨慎。PV电池的正极应连接至DC_IN引脚，负极应连接至GND引脚。充电电池的正极应连接至VBAT引脚，负极应连接至GND引脚。所连接充电电池的类型应始终与评估板设置的过充电保护电压相匹配。如图4所示，应用板可与充电电池并联。

	5. 测量PMIC的效率
	要确定PMIC的效率，应测量PMIC的输入和输出功率。如图5所示，可以通过使用两个电流表和两个电压表来进行测量。要确定输入功率电平，应在J1的DC_IN和接地之间的PMIC输入端连接一个电压表，并在采集器上串联一个电流表。
	将测量到的电压和电流相乘，即可确定输入功率：
	要确定输出功率，应在J2的VBAT和接地端之间的PMIC输出端连接一个电压表，并在充电电池上串联一个电流表。将测量到的电压和电流相乘，即可确定输出功率。
	可以通过以下公式进行计算得到PMIC的效率：

	6. 材料清单
	NEH2000BY评估板各型号的物料清单请参阅表3和表4。

	7. PCB布局
	图6显示了评估板PCB的布局。两款评估板均采用相同的PCB布局。

	8. 修订记录
	9. 法律信息
	定义
	免责声明
	商标


